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Telefunken

Diode BAG679

Datasheet

BA 679-BA679S

Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteverter HF-Widerstand in regelbaren Netrwerken

Besonders Merkmale:

® GroBer Frequenzbereich 10 MHz ... 1 GHz

Abmessungen in mm
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Absolute Grenzdaten
Sperrgpannung
DurchlaBstrom
Sparrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

auf Leiterplatte 50 mmx50 mmx 1,6 mm

KenngriiGen

Tomp = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

[.=20mA
Sperrstrom

Uy=30V
Diodenkapazitat

U, =0, =100 MHz

Differentieller DurchlaBwiderstand

Ip =15 mA, f=100 MHz
Sperrimpedanz

U,=0,f=100MHz BA&79
BA G795
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Glasgehause

50D 80

Mini MELF
Gawicht max. 0.1 g

30 L)

50 m,

125 °C

-565....4+125 L

500 KW
Typ. M.

1 v
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